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LTC1872

SOT-23の定周波数
電流モード昇圧

DC/DCコントローラ

効率と負荷電流

ITH/RUN

LTC1872
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80.6k

R1
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L1
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220pF

C1: TAIYO YUDEN CERAMIC EMK325BJ106MNT
C2: MURATA GRM42-2X5R226K6.3
D1: IR10BQ015
L1: MURATA LQN6C4R7M04
M1: IRLMS2002
R1: DALE 0.25W
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図1．LTC1872高出力電流、3.3V～5Vの昇圧コンバータ
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特長
■ 高効率：90%以上
■ 高出力電流を容易に達成
■ 広いVIN範囲：2.5V～9.8V
■ 外付け部品によってだけ制限されるVOUT
■ 550kHzの定周波数動作
■ 軽負荷時バースト・モードTM動作
■ ライン過渡応答と負荷過渡応答の優れた電流
モード動作

■ 低消費電流：270µA
■ シャットダウン・モードでわずか8µAの電源電流
■ リファレンス精度：±2.5%
■ 小型6ピンSOT-23パッケージ

アプリケーション
■ リチウムイオン電池駆動のアプリケーション
■ セルラー電話
■ ワイヤレス・モデム
■ ポータブル・コンピュータ
■ スキャナ

概要

LTC®1872は定周波数電流モード昇圧DC/DCコントロー
ラで、ACおよびDCの優れたロード・レギュレーション
とライン・レギュレーションを実現します。高精度の低
電圧ロックアウト機能を内蔵し、入力電圧が2.0Vより低
くなるとLTC1872をシャットダウンします。

LTC1872は±2.5%の出力電圧精度を誇り、消費電流はわ
ずか270µAです。効率が重要なアプリケーションの場
合、 LTC1872をバースト・モード動作に構成することに
より、低出力電流での効率を向上させることができま
す。

シャットダウン時には、わずか8µAの電流しか流しませ
ん。 550kHzの高い定周波数動作により小型の外付けイ
ンダクタを使用することができます。

LTC1872は実装面積の小さい6ピンSOT-23で供給されま
す。

      、LTC、LTはリニアテクノロジー社の登録商標です。
Burst Modeはリニアテクノロジー社の商標です。

標準的応用例
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TJMAX = 150°C, θJA = 230°C/ W

S6 PART MARKING

ORDER PART
NUMBER

LTC1872ES6

LTMK

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Input DC Supply Current Typicals at VIN = 4.2V (Note 4)
   Normal Operation    2.4V ≤ VIN ≤ 9.8V 270 420 µA
   Sleep Mode    2.4V ≤ VIN ≤ 9.8V 230 370 µA
   Shutdown    2.4V ≤ VIN ≤ 9.8V, VITH/RUN = 0V 8 22 µA
   UVLO    VIN < UVLO Threshold 6 10 µA

Undervoltage Lockout Threshold VIN Falling ● 1.55 2.00 2.35 V
VIN Rising 1.85 2.10 2.40 V

Shutdown Threshold (at ITH/RUN) ● 0.15 0.35 0.55 V

Start-Up Current Source VITH/RUN = 0V 0.25 0.5 0.85 µA

Regulated Feedback Voltage 0°C to 70°C(Note 5) ● 0.780 0.800 0.820 V
– 40°C to 85°C(Note 5) ● 0.770 0.800 0.830 V

VFB Input Current (Note 5) 10 50 nA

Oscillator Frequency VFB = 0.8V 500 550 650 kHz

Gate Drive Rise Time CLOAD = 3000pF 40 ns

Gate Drive Fall Time CLOAD = 3000pF 40 ns

Peak Current Sense Voltage (Note 6) 114 120 mV

ITH/RUN 1

 GND 2

  VFB 3

6 NGATE

5 VIN

4 SENSE–

TOP VIEW

S6 PACKAGE
6-LEAD PLASTIC SOT-23

絶対最大定格　(Note 1)

入力電源電圧（VIN）..................................... －0.3V～10V
SENSE– 、NGATE電圧 .................－0.3V～(VIN + 0.3V)
VFB、ITH /RUN電圧 ................................... －0.3V～2.4V
NGATEピーク出力電圧(<10µs) .................................  1A
保存周囲温度範囲 ................................... －65℃～150℃
動作温度範囲 (Note 2) .............................. －40℃～85℃
接合部温度 (Note 3) ..............................................  150℃
リード温度 (半田付け、10秒) ...............................  300℃

パッケージ/発注情報

より広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社へお問い合わせ
ください。

電気的特性
● は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA＝25℃での値。注記がない限り、VIN = 4.2V。(Note 2)

Note 1: 絶対最大定格はそれを超えるとデバイスの寿命に影響を及ぼす値。
Note 2: LTC1872Eは0℃～70℃の温度範囲で性能仕様に適合することが保証さ
れている。－40℃～85℃の動作温度範囲での仕様は設計、特性評価および統計
学的なプロセス・コントロールとの相関で確認されている。
Note 3: TJは周囲温度TAと消費電力PDから、次式で計算される。
　TJ = TA + (PD・θJA℃/W)

Note 4: スイッチング周波数で供給されるゲート電荷により動作時消費電流は高
くなる。
Note 5: LTC1872はVFBを誤差アンプの出力へサーボ制御する帰還ループでテス
トされている。
Note 6: 設計により、デューティ・サイクル＝30%で保証されている。デュー
ティ・サイクル<40%でピーク電流センス電圧はVREF /6.67である。図2に示さ
れているように、スロープ補償により、デューティ・サイクルが増加するにつ
れ、ピーク電流センス電圧は低下する。
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リファレンス電圧と温度
低電圧ロックアウト・トリップ
電圧と温度

シャットダウン・スレッショル
ドと温度

最大電流センス・トリップ電圧
とデューティ・サイクル

正規化された発振周波数と温度
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標準性能特性

ピン機能

ITH /RUN （ピン1）：このピンは2つの機能を果たします。
実行制御入力として機能するとともに、誤差アンプの補
償点として機能します。このピンの公称電圧範囲は0.7V
～1.9Vです。このピンを0.35Vより低い電圧に強制する
とデバイスはシャットダウンします。シャットダウン時
にはすべての機能がディスエーブルされ、NGATEピン
は"L"に保たれます。

GND （ピン2）：グランド・ピン。

VFB （ピン3）：出力に接続された外部抵抗分割器から帰
還電圧を受け取ります。

SENSE－ （ピン4）：電流コンパレータへの負入力。

VIN （ピン5）：電源ピン。GND（ピン2）へ近接してデカッ
プルする必要があります。

NGATE （ピン6）：外部NチャネルMOSFETのゲート･ド
ライブ。このピンの振幅は0V～VINです。
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主制御ループ

LTC1872は定周波数電流モードのスイッチング・レギュ
レータです。通常動作時は、各サイクルごとにNチャネ
ルMOSFETが発振器によってターンオンし、電流コンパ
レータ（ICMP）がRSラッチをリセットするとターンオフ
します。ICMPがそこでRSラッチをリセットするピー
ク・インダクタ電流は、ITH/RUNピンによってコント
ロールされます。このITH/RUNピンは誤差アンプEAMP
の出力です。VOUTとグランド間に接続された外部抵抗
分割器により、EAMPは出力帰還電圧VFBを受け取るこ
とができます。負荷電流が増加すると、0.8Vのリファレ
ンスに対してVFBがわずかに減少するため、平均インダ

クタ電流が新しい負荷電流に等しくなるまで、ITH/RUN
電圧が増加します。

ITH/RUNピンを"L"にすると、主制御ループはシャット
ダウンします。ITH/RUNを解放すると、内部の0.5µA電
流源が外部の補償ネットワークを充電します。そして
ITH/RUNピンが0.35Vに達すると、主制御ループはその
ITH/RUN電圧でイネーブルされてから、そのゼロ電流レ
ベルである約0.7Vへプルアップされます。外部補償ネッ
トワークが引き続き充電するにつれ、対応する出力電流
トリップ・レベルもそれに従い、通常動作が可能になり
ます。

動作
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図2．最大出力電流とデューティ・サイクル
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動作（機能図を参照）

コンパレータOVPは、外部Nチャネル・パワーMOSFET
をターンオフして、フォールトが除去されるまでオフ状
態に保つことにより、7.5%を超す過渡オーバシュート
に対して保護します。

バースト・モード動作

LTC1872は低負荷電流ではバースト・モードに入りま
す。このモードでは、ITH/RUN ピンの電圧値が低くて
も、インダクタのピーク電流は（低デューティ・サイク
ルで）VITH/RUN = 1Vであるかのように設定されます。イ
ンダクタの平均電流が負荷条件より大きいと、ITH/RUN
ピンの電圧は低下します。ITH/RUN 電圧が0.85Vより低
くなると、スリープ信号が"H"になり、外部MOSFETを
ターンオフします。ITH /RUN電圧が0.925Vを超えると、
スリープ信号は"L"になり、LTC1872は通常動作を再開
します。次の発振サイクルで外部MOSFETをターンオン
し、スイッチング・サイクルを繰り返します。

低電圧ロックアウト

安全な入力電圧レベル以下でNチャネルMOSFETが動作
するのを防ぐために、LTC1872には低電圧ロックアウト
機能が内蔵されています。入力電源電圧が約2.0Vより低
くなると、NチャネルMOSFETおよび（低ドロップアウ
ト・ブロックを除く）すべての回路がターンオフされま
す。低ドロップアウト・ブロックには数マイクロアンペ
アしか流れません。

過電圧保護

帰還電圧が0.8Vのリファレンス電圧より7.5%高くなる
と、LTC1872に内蔵された過電圧コンパレータは外部
MOSFETをターンオフします。このコンパレータは標準
20mVのヒステリシスをもっています。

スロープ補償とインダクタのピーク電流

LTC1872が40%以下のデューティ・サイクルで動作して
いるとき、インダクタのピーク電流は次式で決まりま
す。

I
V

R
PK

ITH

SENSE
= −

( )
0 7

10
.

ただし、デューティ・サイクルが40%を超えると、ス
ロープ補償が始まり、実効的にピーク・インダクタ電流
を下げます。減少量は図2の曲線で示されています。

短絡保護

ブースト・コンバータ内の電源スイッチは入力から負荷
への電源経路に直列ではないので、このスイッチをター
ンオフしても、出力の短絡に対する保護にはなりませ
ん。このフォールト条件に対処するには、ブースト・イ
ンダクタに直列に接続したヒューズのような外部手段を
採用する必要があります。
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アプリケーション情報

LTC1872の基本的なアプリケーション回路を図1に示し
ます。外付け部品は負荷条件に従って選択します。L1
およびRSENSE（=R1）の選択から始めて、パワーMOSFET
とダイオードD1を選択し、続いてCIN(=C1) とCOUT(=C2)
を選択します。

出力電流に対するRSENSEの選択

RSENSEは必要な出力電流に基づいて選択します。電流コ
ンパレータがRSENSEの両端に生じる電圧をモニタし、コ
ンパレータのスレッショルドにより、インダクタのピー
ク電流が決まります。LTC1872が供給できる出力電流は
次式で与えられます。

I
R

I V
V V

OUT
SENSE

RIPPLE IN

OUT D
= −






 +
0 12

2
.

ここで、IRIPPLEはインダクタのピーク・ツー・ピーク・
リップル電流（「インダクタ値の計算」のセクションを参
照）で、VDは最大定格出力電流での出力ダイオードの順
方向電圧降下です。

リップル電流設定のために、次式を出発点にします。

I O I
V V

V
RIPPLE OUT

OUT D

IN
= ( )( ) +

.4

上式を整理すると、次のようになります。

R
I V V

SENSE
OUT OUT D

= ( )( ) +







1

10

V
 IN

デューティ・サイクル< 40%の場合

ただし、デューティ・サイクルが40%を超す動作では、
必要な電流を供給するのに適当な値を選択するには、ス
ロープ補償の影響を考慮に入れる必要があります。図2
のスケーリング係数（SF、%）を使うと、RSENSEの値は次
のようになります。

R SF
I

V
V V

SENSE
OUT

IN

OUT D
= ( )( )( ) +






10 100

インダクタ値の計算

一定のインダクタ・リップル電流に対して、動作周波数
が高くなればそれだけ小さなインダクタが使えるという
意味で、動作周波数とインダクタの選択は相互に関係し
ています。ただし、MOSFETのゲート電荷による損失の
増加のため、効率は低下します。

インダクタ値もリップル電流に直接影響を与えます。
リップル電流IRIPPLEはインダクタンスあるいは周波数が
高いほど減少し、VOUTが高いほど増加します。インダ
クタのピーク・ツー・ピーク・リップル電流は次式で与
えられます。

I
V

f L

V V V
V V

RIPPLE
IN OUT D IN

OUT D
= ( )

+ −
+








ここで、fは動作周波数です。大きな値のIRIPPLEを許容す
れば、小さなインダクタンスを使えますが、出力電圧
リップルとコア損失が大きくなります。リップル電流設
定のために、次式を出発点にします。

I I
V V

V
RIPPLE OUT MAX

OUT D

IN
= 





+




( )0 4.

バースト・モード動作では、バースト期間中にインダク
タ電流が連続して流れるようにリップル電流を設定する
のが普通です。したがって、ピーク・ツー・ピーク・
リップル電流が下の値を超えないようにします。

I
R

RIPPLE
SENSE

≤ 0 03.

つまり、最小インダクタンスは次式で与えられます。

L
V

f
R

V V V
V V

MIN
IN

SENSE

OUT D IN

OUT D
=








+ −
+






0 03.

LMINより小さい値を回路で使用することは可能でしょ
う。ただし、バースト期間中にインダクタ電流は不連続
となります。
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アプリケーション情報

インダクタの選択

インダクタの選択では、電流センス抵抗で設定される電
流制限よりも、インダクタの飽和電流の方が大きくなけ
ればならないことに注意してください。さらに、インダ
クタのDC抵抗が効率に影響することに注意してくださ
い。村田製作所、Coilcraft、東光、松下電子部品、
Coiltronics、その他多くのメーカーから市販のインダク
タが入手できます。

パワーMOSFETの選択

パワーMOSFETは主にスレッショルド電圧VGS(TH)、オン
抵抗RDS(ON)、逆伝達容量、および全ゲート電荷を基準に
して選択します。

LTC1872は低い入力電圧でも動作するように設計されて
いますから、2.5V近くで動作するアプリケーションで
は、(VGS = 2.5VでRDS(ON)が保証されている)ロジック・
レベル・スレッショルドのMOSFETが必要です。これら
のMOSFETを使うときは、LTC1872への入力電源が絶対
最大VGS定格（標準8V）より低いことを確めてください。

MOSFETの必要な最小RDS(ON)は次式で与えられる許容消
費電力によって支配されます。

R
P

DC I p
DS ON

P

IN

( ) ≅
( ) +( )2

1 δ

ここで、PPは許容消費電力で、δpはRDS(ON)の温度依存性
です。(1 + δp)は通常、正規化されたRDS(ON)と温度の曲線
という形でMOSFETに対して与えられていますが、低電
圧MOSFETに対する係数として、δp = 0.005/℃を使うこ
とができます。DCはLTC1872の最大動作デューティ・
サイクルです。

出力ダイオードの選択

通常の負荷条件では、昇圧コンバータ内のダイオードを
流れる平均電流は出力負荷電流に等しくなります。

I ID avg OUT( ) =

ダイオードの定格を超えないようにダイオードのピーク
電流と平均消費電力を適切に規定することが重要です。

順方向電圧降下が小さく、スイッチング時間が高速なの
で、ショットキ・ダイオードを推奨します。
リード長を短くし、適当な接地を守って（ボード・レイ
アウトのチェックリストを参照）リンギングと電力消費
の増加を避けます。

CINおよびCOUTの選択

大きな入力電圧リップルを防ぐため、最大RMS電流を
許容するサイズの、低ESR入力のコンデンサを使う必要
があります。昇圧コンバータのためのコンデンサの最大
RMS 電流はおよそ次のようになります。

C IIN RIPPLE Required IRMS ≈ ( )0 3.

ここで、IRIPPLEは「インダクタ値の計算」のセクションで
定義されたとおりです。

多くの場合、コンデンサ製造業者のリップル電流定格は
2000時間の寿命試験に基づいて規定されていることに注
意してください。このため、コンデンサをさらにディ
レーティングするか、あるいは要求条件よりも高い温度
定格のコンデンサを選択するようにしてください。設計
上のサイズまたは高さの条件に合わせるため、複数のコ
ンデンサを並列にすることができます。LTC1872の動作
周波数が高いため、CINにセラミック・コンデンサを使
用することもできます。疑問点については、必ずメー
カーに問い合わせてください。

COUTは要求される等価直列抵抗(ESR)に基づいて選択
します。一般に、ESR要求条件が満たされると、その
容量はフィルタリングに対し十分です。出力リップル
（ΔVOUT）はほぼ次式のようになります：

∆V I
V V

V
I

ESR
fC

OUT O
OUT D

IN

RIPPLE

OUT

≈ • + +






•

+


























2

1
2

2
2

1
2

π
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図4．出力電圧の設定

3
VFB

VOUT

LTC1872

R1

1872 F04

R2

図3．VREFとVITHのライン・レギュレーション
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アプリケーション情報

ここで、fは動作周波数、COUTは出力容量、IRIPPLEはイ
ンダクタのリップル電流です。

ニチコン、United Chemicon、三洋電機などのメーカーか
ら高性能なスルーホール・コンデンサが入手できます。
三洋製のOS-CON半導体誘電体コンデンサは、アルミニ
ウム電解コンデンサの中で(ESR・サイズ)の積が最も低
いものですが、やや高価です。出力コンデンサのRMS
電流はほぼ次式に等しくなります。

I DC DCPK • − 2

ここで、IPKはピーク・インダクタ電流で、DCはスイッ
チングのデューティ・サイクルです。

電解出力コンデンサを使う場合、リップルとESRの条件
が満たされていれば、必要な容量をはるかに上まわる容
量が得られる可能性が高くなります。

表面実装のアプリケーションでは、アプリケーションの
要求するESRあるいは実効電流に関する条件を満たすた
め、複数のコンデンサを並列に接続する必要があること
があります。アルミニウム電解コンデンサと乾式タンタ
ル・コンデンサは両方とも表面実装型が提供されていま
す。タンタル・コンデンサとしては、AVX TPSおよび
KEMET T510シリーズの表面実装タンタル・コンデンサ
が最適です。さらに、X5RやX7Rの誘電体を使ったセラ
ミック・コンデンサも性能が優れています。

低電源動作

LTC1872は約2.0Vまで動作しますが、VINが3Vより低く
なると、最大許容出力電流が低下します。電源を2Vま
で下げたとき生じる変化量を図3に示します。VINが2.3V
より低くなるとき生じる、VREFに対するVINの影響も図3
に示されています。

出力電圧の設定

LTC1872は、帰還端子（ピン3）とグランド間に0.8Vのリ
ファレンス電圧を発生します（図4参照）。R1を選択する
ことにより、R1とR2を通して一定の電流が流れ、全体
の出力電圧が設定されます。レギュレータされる出力電
圧は次式で決定します。

V V
R
R

OUT = +






0 8 1

2
1

.
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アプリケーション情報

ほとんどのアプリケーションで、R1には80kΩの抵抗を
推奨します。寄生ピックアップを防止するには、
LTC1872の近くにR1とR2を配置します。

効率の検討

スイッチング・レギュレータの効率は、出力電力÷入力
電力×100%で表されます。個々の損失を解析して、効
率を制限する要素がどれであり、また何が変化すれば最
も効率が改善されるかを判断できる場合がよくありま
す。効率は次式で表すことができます。

Efficiency = 100% – (η1 + η2 + η3 + ...)

ここで、η1、η2などは個々の損失を入力電力に対する
パーセントで表したものです。

回路内にある電力を消費するすべての部品で損失が発生
しますが、LTC1872回路での損失の大半は一般に4つの
要因、つまり1) LTC1872 DCバイアス電流、2) MOSFET
ゲート電荷電流、3) I2R損失、および4) 出力ダイオード
の電圧降下によるものです。

1. VIN電流は電気的特性に記載したDC電源電流であり、
MOSFETドライバと制御電流は含まれません。VIN電
流によって小さな損失が発生し、この損失はVINに
従って増加します。

2. パワーMOSFETのゲート容量をスイッチングする
と、MOSFETゲート電荷電流が流れます。MOSFET
ゲートが“L”から“H”、そして再び“L”に切り替わる
たびに、VINからグランドに微小電荷dQが移動しま
す。したがって、dQ/dtはVINから流出する電流であ
り、一般にコントローラのDC電源電流よりはるかに
大きくなります。連続モードでは、IGATECHG = f(Qp)と
なります。

3. I2R損失はMOSFET、インダクタ、および電流センス
抵抗の各DC抵抗から推定されます。MOSFET RDS(ON)
×デューティ・サイクルに平均出力電流の二乗を掛
けたものに、電流センス抵抗に直列なインダクタESR
によるI2R損失を加えることができます。

4. 出力ダイオードは高電流時の電力損失の主な要因で
す。ダイオードの損失は、順方向電圧降下に負荷電
流を掛けることによって算出されます。

5. 遷移損失は外部MOSFETで生じ、動作周波数および
入力電圧が高くなると増加します。遷移損失は次式
から推定できます。

Transition Loss = 2(VIN)2IIN(MAX)CRSS(f)

CINやCOUTのESR消費損失、インダクタのコア損失など
その他の損失は一般に全付加損失の2%以下に過ぎませ
ん。
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アプリケーション情報

PCボード・レイアウト・チェックリスト

PCボードをレイアウトするときには、以下のチェック
リストを使用してLTC1872が正しく動作するよう配慮し
なければなりません。これらの項目は、図5のレイアウ
ト図にイラストで示してあります。レイアウトで以下の
項目をチェックしてください。

1. ショットキ・ダイオードは、出力コンデンサと外部
MOSFETのドレイン間に近接して接続します。

2. CINの（＋）プレートはセンス抵抗にできる限り接近し
て接続します。このコンデンサはMOSFETにAC電流
を供給します。

3. 入力デカップリング・コンデンサ（0.1µF）は、VIN（ピ
ン5）とグランド（ピン2）間に近接して接続します。

図5．LTC1872のレイアウト図（PCボード・レイアウト・チェックリスト参照）

L1 M1

BOLD LINES INDICATE HIGH CURRENT PATHS

D1

RS

VOUT

VIN

1872 F05

0.1µF

CITH

RITH

R2

R1

CIN
+

ITH/RUN

LTC1872

GND

VFB

6

5

4

1

2

3

NGATE

VIN

SENSE–

COUT

+

4. RSENSEの一端を可能な限りVIN（ピン5）に近接して接続
します。VINピンは電流コンパレータのSENSE+です。

5. SENSE–（ピン4）からセンス抵抗までのトレースは短
くします。そのトレースはRSENSEに近接して接続しま
す。

6. スイッチング・ノードNGATEを敏感な小信号ノード
から離します。

7. VFBピンは帰還抵抗に直結します。抵抗分割器R1およ
びR2は、COUTの（＋）プレートと信号グランドの間に
接続しなければなりません。
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LTC1872 12V/500mA昇圧コンバータ

LTC1872 3セル白色LEDドライバ

ITH/RUN

LTC187210k

R1
0.033Ω

1.1M

78.7k

L1
10µH

220pF

C1: TAIYO YUDEN CERAMIC EMK325BJ106MNT
C2: AVX TPSE476M016R0150
D1: IR10BQ015

L1: COILTRONICS UP2B-100
M1: Si9804DV
R1: DALE 0.25W 

GND

VFB

5

4

6

1872 TA02

1

2

3
NGATE

VIN

SENSE–

C1
10µF
10V

VIN
3V TO 9.8V

VOUT
12VC2

47µF
16V

+
M1 D1

ITH/RUN

LTC187210k

R1
0.27Ω

53.6Ω

L1
150µH

220pF

C1: TAIYO YUDEN CERAMIC EMK325BJ106MNT
C2: AVX TPSD156M035R0300
D0: MOTOROLA MBR0540
D1-D7: CMD333UWC

GND

VFB

5

4

6

1872 TA04

1

2

3
NGATE

VIN

SENSE–

C1
10µF
10V

VOUT ≈ 28.8V
(WITH 8 LEDs)

C2
15µF
35V

+ C3
0.1µF
CERAMIC

M1 D0

1 TO 8
WHITE

LEDs

15mA

D1

D2

•
•
•

D8

AA

AA

AA

VIN = 3 AA CELLS ≈ 2.7V TO 4.8V

L1: COILCRAFT DO1608C-154
M1: Si9804
R1: DALE 0.25W

標準的応用例

リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切
負いません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまで
も参考資料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。
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製品番号 説明 注釈

LT1304 低バッテリ電圧検出機能付きマイクロパワーDC/DCコンバータ 消費電流：120µA、1.5V ≤ VIN ≤ 8V

LT1610 1.7MHz、1セル動作マイクロパワーDC/DCコンバータ 消費電流：30µA、VIN：最小1V
LT1613 1.4MHz、1セル動作DC/DCコンバータ、5ピンSOT-23 内部補償付き、VIN：最小1V

LT1619 低電圧、電流モードPWMコントローラ 8ピンMSOPパッケージ、1.9V ≤ VIN ≤ 18V
LT1680 ハイパワーDC/DC昇圧コントローラ 60Vまで動作、定周波数電流モード

LTC1624 高効率SO-8、Nチャネル・スイッチング・レギュレータ・コントローラ 8ピン・Nチャネル・ドライブ、3.5V ≤  VIN ≤ 36V
LT1615 SOT-23、マイクロパワー昇圧DC/DCコンバータ 消費電流：20µA、VIN：最低1V

LTC1700 RSENSEなし、同期式電流モードDC/DC昇圧コントローラ 効率：95%、0.9V ≤ VIN ≤  5V、550kHz動作
LTC1772 定周波数電流モード降圧DC/DCコントローラ VIN：2.5V～9.8V、IOUT：最大4A、SOT-23パッケージ

LTC3401/LTC3402 1A/2A、3MHzマイクロパワー同期式昇圧コンバータ 10ピンMSOPパッケージ、0.5V ≤ VIN ≤ 5V

LTC1872–2.5V～3.3V/0.5A 昇圧コンバータ

ITH/RUN

LTC1872

RC1
10k

RCS
0.03Ω

L1A L1B

CC1
220pF

GND

VFB

5

4

6

1872 TA05

1

2

3
NGATE

VIN

SENSE–

CIN
10µF
10V, X5R

VIN
2.7V TO 9.8V

VOUT
3.3V/1.2AC01

180µF
4V, SP

+

M1

CS
4.7µF
10V

D1
MBRM120

Rf1
252k

Rf2
80.6k

FOR VOUT = 5V CHANGE
Rf1 TO 427kΩ AND
C01 TO 150µF, 6V PANASONIC
SP TYPE CAPACITOR

CIN, CS; TOKO, MURATA OR TAIYO YUDEN
C01: PANASONIC EEFUE0G181R
L1: BH ELECTRONICS 511-1012
M1: IRLMS2002
RCS: DALE OR IRC

ITH/RUN

LTC187210k

R1
0.034Ω

332k

U1

80.6k 180k

L1
4.7µH

220pF

0.1µF
CERAMIC

C1, C2: AVX TPSE107M010R0100
D1: MOTOROLA MBR2045CT
L1: COILTRONICS UP2B-4R7

M1: Si9804DV
R1: DALE 0.25W
U1: PANASONIC 2SB709A 

GND

VFB

5

4

6

1872 TA03

1

2

3
NGATE

VIN

SENSE–

C2
2× 100µF
10V

VIN
–2.5V

VOUT
3.3V
0.5A

M1 D1

+

C1
100µF
10V

+

LTC1872 2.7V～9.8V入力から
3.3V/1.2A出力のSEPICコンバータ

0.95
(0.037)

REF

1.50 – 1.75
(0.059 – 0.069)

0.35 – 0.55
(0.014 – 0.022) 0.35 – 0.50

(0.014 – 0.020)
SIX PLACES (NOTE 2)

 S6 SOT-23 0898

2.80 – 3.00
(0.110 – 0.118)

(NOTE 3)

1.90
(0.074)

REF

0.90 – 1.45
(0.035 – 0.057)

0.90 – 1.30
(0.035 – 0.051)

0.00 – 0.15
(0.00 – 0.006)

0.09 – 0.20
(0.004 – 0.008)

(NOTE 2)

2.6 – 3.0
(0.110 – 0.118)

NOTE: �
1. 寸法はミリメートル�
2. 寸法には半田を含む�
3. 寸法にはモールドのバリやメタルのバリを含まない�
4. モールドのバリは0.254mmを越えてはならない�
5. パッケージのEIAJ参照番号はSC-74A (EIAJ)

S6パッケージ
6ピン・プラスチックSOT-23
(LTC DWG # 05-08-1634)

標準的応用例

パッケージ寸法 注記がない限り寸法はインチ（ミリメートル）。

関連製品
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